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Abstract (en)
The support (2) has plates with a passage (3), which extends in a longitudinal direction (7) of a material block (1). The material block is cut into
wafers, which are suspended at the support. A guide guides rinsing fluid into the passage. The passage guides the rinsing fluid between the wafers.
The support is manufactured from a single piece of material. The wafers are cleaned using the rinsing fluid. A cleaning agent is upwardly guided
between the wafers under pressure. A contact surface of the support is smaller than a surface (11) of the block due to the passage. An independent
claim is also included for a method for manufacturing wafers.

Abstract (de)
Die vorliegende Anmeldung betrifft einen Träger (2) zur Herstellung von Wafern (5,-5x), die aus einem am Träger (2) angeklebten Materialblock (1)
geschnitten sind, wobei der Träger (2) zumindest einen Durchlass (3) zum Zuführen von Reinigungsmittel zwischen die am Träger (2) hängenden
Wafer (5,-5x) aufweist. Die vorliegende Anmeldung betrifft weiterhin ein Verfahren zum Herstellen von Wafern (5,-5x), welches die folgenden
Verfahrensschritte umfasst: - Ankleben eines Materialblocks (1) an einen Träger (2); - Schneiden des Materialblocks (1) in am Träger (2) hängende
Wafer (5,-5x); - Reinigen der am Träger (2) hängenden Wafer (5,-5x) mit einem Reinigungsmittel; wobei das Reinigungsmittel zumindest zeitweise
von oben zwischen die hängenden Wafer (5,-5x) geführt wird. Die vorliegende Anmeldung betrifft ferner eine Vorrichtung zum Herstellen von Wafern
(5,-5x) mit dem oben genannten Verfahren. Weiterhin betrifft die vorliegende Anmeldung eine Verwendung der mit dem Träger (2) und/oder mit
dem oben genannten Verfahren und/oder mit der oben genannten Vorrichtung hergestellten Wafer (5,-5x) als Solarzelle, als Halbleiterwafer oder als
Quarzwafer.
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